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摘要(译)

本发明提供一种微发光二极管（LED）结构，包括n型半导体基板层，形
成在n型半导体基板层上的发光结构层，以及形成在发光结构层上的p型
半导体层，其中发光结构层包括发光结构的排列，其中包括In和Ga的有
源层形成在其顶部上，其中发光结构层形成至少三个区别区域，每个区
域包括单个发光结构或多个发光结构，配置成发射至少两种不同波长的
光的区别区域，区别区域可控制以单独发光，并且区别区域在基面，高
度和中心的至少一个尺寸中是不同的 - 区域的发光结构的中心距离。
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